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域のうち, エミッタ, コレクタともにベースに対し, いわゆる順方向偏奇電圧が与えられた領域を飽和領
域とよんでいる｡ この動作状態で, 注入担体密度がべ- ス内の多数担体密度と同程度以上になるいわゆる
高注入動作ではベース半導体の伝導度変調が起こる｡ すなわち, 注入された少数担体の電荷を中和するだ
けの多数担体がベース電極を通じて誘電緩和時間内にべ- ス半導体に流入してベース内の多数担体の数が
増加し, その伝導度が変調されるのである｡ また, ベース半導体の抵抗 (ベース抵抗) によって, エミッ
タ ･ベース接合部における接合電圧, したがってエミッタから注入される少数担体密度が決まるのである














著者は, この可能性を理論的に示したのであるが, この可能性を実現するトランジスタを, 不純分拡散,
合金, 浸触等の技術を用いて試作し, 負性抵抗を観察した経過を述べ, さらに上記の負性抵抗に及ぼす ト








響を数式化したものである｡ その三は, 接合 トランジスタのコレクタ電荷層幅が, 電流密度が高くなった
場合, 担体密度の影響を受けて変化する様子を理論的に検討し, その- で得られた実験結果の解釈につい
て述べたものである｡ その四, その五, その六は, 分子の電子構造に関連した研究である｡
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
著者は トランジスタのベース半導体の比抵抗を普通より高くした場令, どのような特性があらわれるか





た後, 急激に減少し, ダイナトロン塾負性抵抗があらわれることの可能性を理論的に示したのである｡ そ
の理論の中に電子, 正孔の振舞についての基礎的な問題が取 り扱われている｡
著者の実験した トランジスタはエミッタおよびコレクタからべ- スに注入される少数担体による伝導度








るかに大きいものである｡ これは, 空間電荷層幅は, 接合電圧の平方根に比例して変化するのに対し担体
密度は指数関数的に変化するためであることが指摘されている｡
著者の負性抵抗は尖鋭であり, 最大電流値は外部から制御可能であり, オン ･オフ比が良好であり, ス
イッチング速度を相当速くできる等の特徴を持ち, 実用上価値あるものである｡
参考論文その一, その二, その三は トランジスタの基礎的な問題を理論的実験的に取り扱ったものであ
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